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有機トランジスタは、軽量性、柔軟性といったユニークな特徴を有することから、次世代のフ

レキシブルエレクトロニクスを実現するためのキーデバイスとして期待されている。実用化にあ

たっては、低コストプロセスで作製でき、かつ、低消費電力・低電圧駆動が可能なトランジスタ

を、高い歩留まりで作製する必要がある。このような素子を実現する上で、絶縁性に優れ、ゲー

ト容量が大きく、簡便なウェットプロセスで製膜可能なゲート絶縁膜が重要である。今回我々は、

高分子材料として比較的高い比誘電率を有し、絶縁性に優れたアクリル系電着材料に着目し、有

機トランジスタのゲート絶縁膜への適用を検討した。 

Fig. 1に作製した有機トランジスタの断面構造を示す。ハニー化成（株）製電着液 SR-A-303を

用い、電着表面処理法によってゲート電極上に高分子絶縁膜を製膜した。膜厚は、電圧、時間等

の種々の電着条件によって数十 nmから数十 μmの範囲で任意に調整可能であるが、今回は 40 nm

のものをゲート絶縁膜として用いた。比誘電率は 3.4である。有機半導体には dinaphtho[2,3-b:2´,3

´-f]thieno[3,2-b]thiophene (DNTT)を用いた。ソース・ドレイン電極はフォトリソグラフィー法で作

製した[1]。チャネル長は 10 μm、チャネル幅は 200 μmである。Fig. 2にトランジスタ特性を示す。

リーク電流 IGは数 pA 程度であり、膜厚の極めて薄い絶縁膜ながら、十分に絶縁性が確保できて

いることがわかる。閾電圧は-1 Vであり、低電圧での駆動が可能であった。また、同様の有機ト

ランジスタを合計 886 個作製したが、いずれもリーク電流 IGは数百 pA 以下であり、高い歩留ま

りを示した。 

[1] K. Nakayama et al., Adv. Mater. Interfaces 1, 1300124 (2014). 
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 Fig. 1 Cross sectional structure of the transistors Fig. 2 Transfer characteristics 
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